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1. 高ドーズ Mg イオン注入 GaN のラザフォード後方散乱法による格子変位の評価 
＊法政大学、＊＊大阪教育大学        ○取田 祐樹＊、串田 一雅＊＊、池田 清治＊、 

  西村 智朗＊、栗山 一男＊、中村 徹＊ 
2. Li イオン注入 GaN バルク単結晶の格子変位および電気特性評価 

＊法政大学、＊＊大阪教育大学        ○取田 祐樹＊、串田 一雅＊＊、西村 智朗＊、 
栗山 一男＊、中村 徹＊ 

3. ラザフォード後方散乱測定による Zn イオン注入 GaN 結晶内の格子変位評価 
法政大学              ○久保田 恭平、西村 智朗、栗山 一男、中村 徹 

4. 弾性反跳法による GaN 薄膜中の残留水素のアニーリング挙動 
＊法政大学、＊＊大阪教育大学        ○佐藤 一樹＊、串田 一雅＊＊、西村 智朗＊、 

栗山 一男＊、中村 徹＊ 
5. p+-GaN を用いた極浅接合 JBS ダイオード 

＊法政大学大学院理工学研究科、＊＊法政大学マイクロ・ナノテクノロジーセンター、 
＊＊＊法政大学イオンビーム工学研究所 ○林 賢太郎＊、太田 博＊＊、中村 徹＊＊、三島 友義＊＊＊ 

6. 5 kV 耐圧を有する自立 GaN 基板上 p-n 接合ダイオード 
＊法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター ○太田 博＊、林 賢太郎＊、堀切 文正＊＊、 
＊＊株式会社サイオクス       成田 好伸＊＊、吉田 丈洋＊＊、吉野理貴＊、三島 友義＊ 

7. 二硫化モリブデンの光学物性におけるヒドラジン吸着の影響 
＊法政大学大学院理工学研究科、＊＊法政大学生命科学部、 
＊＊＊法政大学イオンビーム工学研究所   ○児玉尚子＊、石黒康志＊＊、高井和之＊,＊＊,＊＊＊ 

8. ペロブスカイト太陽電池を構成する電子輸送層への化学的ドーピング効果 
＊法政大学生命科学部、             ○伊東和範＊、木内宏弥＊＊、竹内大将＊＊、 
**法政大学大学院理工学研究科            牛膓雅人＊、小林敏弥＊、深澤祐輝＊、 
＊＊＊法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター  大仲友子＊、緒方啓典＊,＊＊,＊＊＊ 

9. 分子動力学シミュレーションによる単層カーボンナノチューブ内包多環芳香族炭化水素分子の局所構造と動的性質 
＊法政大学生命科学部、＊＊＊法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター、 
＊＊法政大学大学院理工学研究科      ○永井涼＊、片岡洋右＊＊、緒方啓典＊,＊＊, ＊＊＊ 

10. フラーレン誘導体を電子輸送層に用いた逆構造型ペロブスカイト太陽電池の作製及び特性評価 
＊法政大学生命科学部、            ○小林敏弥＊、木内宏弥＊＊、 竹内大将＊＊、  
**法政大学大学院理工学研究科            伊東和範＊、牛膓雅人＊、深澤祐輝＊、 
＊＊＊法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター  大仲友子＊、緒方啓典＊,＊＊, ＊＊＊ 

11. 均一な薄膜形態を有するペロブスカイト太陽電池作成のための結晶工学的研究 
＊法政大学生命科学部、             ○深澤祐輝＊、木内宏弥＊、竹内大将＊、 
**法政大学大学院理工学研究科            伊東和範＊、牛膓雅人＊、小林敏弥＊、 
＊＊＊法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター  大仲友子＊、緒方啓典＊,＊＊,＊＊＊ 

12. ペロブスカイト太陽電池における金属酸化物層の作製法がキャリア輸送特性に及ぼす効果Ⅱ 
＊法政大学大学院理工学研究科、         ○竹内大将＊、木内宏弥＊、牛膓雅人＊＊、 
＊＊法政大学生命科学部、            伊東和範＊＊、小林敏弥＊＊、深澤祐輝＊＊、 
＊＊＊法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター  大仲友子＊＊、緒方啓典＊,＊＊,＊＊＊ 

13. Sb をドープした SnO2を電子輸送層に用いたぺロブスカイト型太陽電池の作製および特性評価(II) 
＊法政大学大学院理工学研究科       ○木内 宏弥＊、竹内 大将＊、牛腸 雅人＊＊、 
＊＊法政大学生命科学部、       伊東 和範＊＊、 小林 敏弥＊＊、 深澤 祐輝＊＊、 
＊＊＊法政大学マイクロ・ナノテクノロジー研究センター  大仲 友子＊＊、緒方 啓典＊,＊＊, ＊＊＊ 

14. NEA-GaAs 表面の熱処理による電子放出効率の変化及び新たな NEA 活性化手法の探索 
東京理科大学                   ○稲垣雄大、田中紘大、目黒多加志 

15. STM による NEA-GaAs 表面観察のためのエッチングによる表面処理 
東京理科大学        ○福添竜太朗、平尾昌幸、山中大地、岩渕陽太、目黒多加志 

16. 4H-SiC<0001>方向 Al イオン注入における射影飛程及びチャネリング深さの注入エネルギー依存性比較 
国立研究開発法人 産業技術総合研究所   ○望月 和浩、小杉 亮治、米澤 喜幸、奥村 元 

17. 3 次元実装工法と高速・高精度フリップチップボンダ 
株式会社新川                         ○中村智宣、萩原美仁 
 

    Ⅰショート講演 （学外講演者 3 分、学内 1 分）   10：00～10：45 



18. ガラス・ビューアとデジカメを使った 20keVH-イオンのビーム観測とその ImageJ による解析 
＊東京都市大学原子力安全工学科、      羽倉尚人＊,＊＊、○坂本宏基＊、加藤優弥＊＊、 
＊＊東京都市大学共同原子力工学専攻、    河原林順＊、＊＊、持木幸一＊、小栗慶之＊＊＊、 
＊＊＊東京工業大学先導原子力研究所、          林崎規託＊＊＊、福田一志＊＊＊＊、 

＊＊＊＊東京工業大学技術部安全管理・放射線部門、   内山孝文＊＊＊＊＊、鳥山保＊＊＊＊＊＊、 
＊＊＊＊＊東京都市大学原子力研究所、＊＊＊＊＊＊量子ビーム材料工学研究所、川崎克則＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊静電加速器研究所 

 
 
 
招待講演Ⅰ 

電子デバイス用 GaN 基板・エピウエハの現状と課題－工業化の視点から―（45 分） 
株式会社 サイオクス                        乙木 洋平 
 

 
 

 

招待講演Ⅱ 

地球惑星物質総合解析システム（CASTEM)の構築と応用（45 分） 

岡山大学惑星物質研究所                            中村 栄三 
 

 
招待講演Ⅲ 

計算科学で識る分子線エピタキシャル成長：表面、界面、成長（45 分） 
三重大学                             伊藤 智徳 

 
 
 
 
 
 
19. ミスト CVD 法による 6H-SiC(0001)基板上への酸化ガリウム薄膜成長 

＊福井工業高等専門学校、            ○福嶋宏之＊、米田知晃＊、西村智朗＊＊ 
＊＊法政大学イオンビーム工学研究所 

20. 含水状態の単一細胞の SIMS 分析に向けた手法開発 
＊工学院大学工学研究科、                 ○小野沢敬浩＊、金成啓太＊、 
＊＊工学院大学先進工学部                 森田真人＊＊、坂本哲夫＊,＊＊  

21. TOF-SIMS を用いた含水植物中セシウムのイメージング 
＊工学院大学工学研究科、＊＊工学院大学工学部、   ○小出浩貴＊、板垣郡＊＊、金成啓太＊、 
＊＊＊工学院大学先進工学部、             森田真人＊＊＊、坂本哲夫＊,＊＊,＊＊＊ 

22. 大気圧下におけるエレクトロスプレーイオン源の開発 
工学院大学工学研究科                    ○是枝 晴華、坂本 哲夫 

23. CT プローブを用いた単一 SiC 微結晶の STM 発光分光のための試料作製 
神奈川大学大学院 理学研究科       ○曽我 優、星野 靖、斎藤 保直、中田 穣治 

24. SiC 単結晶基板の酸素イオン注入による埋込絶縁層の形成 
神奈川大学大学院 理学研究科            ○高田慎之介、星野靖、中田穣治 

25. n 型ダイヤモンド半導体基板におけるオーミック電極構造の簡略化 
神奈川大学大学院 理学研究科  ○内藤 隆平、関 裕平、星野 靖、斎藤 保直、中田 穣治 

26. Si 基板上に形成されたパタン SiO2膜をマスクにした酸素イオン注入-基板表面モホロジーの評価- 
神奈川大学大学院 理学研究科         ○豊原太雅、菊地隼、津山優太郎、又健太、 

 谷地田剛介、星野靖、斎藤保直、中田穣治 
27. パタン化された SOI 構造形成に向けた電子衝突蒸着 Si 層のホモエピタキシャル成長条件の検討 

神奈川大学大学院 理学研究科      ○井上 航大、谷地田 剛介、星野 靖、斎藤 保直、中田 穣治 
 
 

昼食                11:45～13:00 

Ⅲ                  13:00～14:35 

休憩                10:45～11:00 

Ⅱ                   11:00～11:45 

休憩                14:35～14:45 

Ⅳ                 14:45～15:30 



28. 欠陥を導入したグラフェンへの水素終端 
＊法政大学大学院理工学研究科、＊＊法政大学生命科学部、 
＊＊＊法政大学イオンビーム工学研究所          ○小幡吉徳＊、高井和之＊,＊＊,＊＊＊ 

29. イオンビームを用いたグラフェンの構造・電子物性の変調 
＊法政大学生命科学部、＊＊法政大学イオンビーム工学研究所、 
＊＊＊法政大学理工学研究科         ○中村康輔＊、西村智朗＊＊、高井和之＊,＊＊,＊＊＊ 

30. 化学構造に依存した酸化グラフェンのスピン磁性 
＊法政大学大学院理工学研究科、＊＊法政大学生命科学部、 
＊＊＊兵庫大学大学院工学研究科、        ○田嶋 健太郎＊、井坂 琢也＊、山科 智貴＊、 
＊＊＊＊法政大学イオンビーム工学研究所     太田 豊＊＊、松尾 吉晃＊＊＊、高井和之＊,＊＊,＊＊＊＊  

31. グラフェン担持基板表面化学修飾による電子物性の制御とバイオセンシングへの応用 
＊法政大学理工学研究科、＊＊法政大学生命科学部、 
＊＊＊法政大学イオンビーム工学研究所          ○泉山 彰里＊、高井和之＊,＊＊,＊＊＊ 

 
 
 
 
交通案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JR 東小金井駅北口より徒歩１２分 
京王バスまたは CoCo バス 「法政大学」下車 

               Ⅴ ポスターセッション           15：30～17：00 

 
法政大学イオンビーム工学研究所 

 
〒184-8584 東京都小金井市梶野町 3-7-2 

Tel: 042-387-6094  Fax: 042-387-6095 
E-mail: ion-sympo@ml.hosei.ac.jp 


